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Resumeé

Au cours de ce travail, Nous avons étudié les propriétés de transport du
semi-conducteur Oxide de Zinc « ZnO ». Nous avons essentiellement utilisé la
modélisation analytique (Caughey-Thomas, Masetti et Arora) dans le but de faire
une comparaison des résultats obtenus par ces derniers.

L'un des points importants de cette étude a consisté en l'extraction des
parametres de transport tels que la vitesse et la mobilité des électrons. Au cours
de cette étude, nous serons amenés a mettre en évidence l'influence de la
température et de la présence d'impuretés au sein du réseau cristallin sur la

caractéristique du transport électronique des matériaux.
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During this work, we investigated the transport properties of Zinc Oxide
semiconductor "Zn0". We mainly used the analytical modeling (Caughey-
Thomas, Masetti and Arora) in order to make a comparison of the results
obtained by them. One of the important points of this study was the extraction of

transport parameters such as electron velocity and mobility.

During this study, we will highlight the influence of temperature and the
presence of impurities in the crystal lattice on the characteristic of the electronic

transport of materials.
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